ii Zusammenfassung

serstoffplasmen beschreibt. Mit atomarem Wasserstoff konnen die adsorbierten
Kohlenwasserstoffe bei Temperaturen grofier 500 °C entfernt werden, wie auch
Versuche mit German zeigen. Es ist auflerdem moglich, dicke thermische Oxid-
schichten mit GeHy bei 700 °C, und somit innerhalb des gesetzten Temperaturlimits,
zu reduzieren. Die Betrachtung der zugrunde liegenden chemischen Reaktion liefert
eine Erklarung dafiir, weshalb es bei dieser Art der Oxidentfernung zum An- und
Uberwachsen von Suboxiden mit Germanium kommen kann, wie in zahlreichen
Veroffentlichungen berichtet wird.

Neben Experimenten zur Reinigung wurde die Oxidation als weiterer, hinsicht-
lich des erforderlichen thermischen Budgets kritischer Prozessschritt untersucht.
Dabei zielten die Versuche auf die Beantwortung der Frage, ob und mit welcher
Schichtdicke die Herstellung von Oxiden mit guten elektrischen Eigenschaften durch
Verwendung reaktiver Sauerstoff-Spezies bei Temperaturen von maximal 750 °C
realisiert werden kann. Die Analyse der Proben erfolgte mittels Spektralellipsometer-
Messungen sowie elektrischer Charakterisierung (I-V, C-V).

Auf Grund des modularen Aufbaus des Anlagenkonzepts in Verbindung mit der
grofsen Anzahl moglicher Prozessgase sind iiber die im Rahmen dieser Arbeit aufge-
zeigten Anwendungen hinaus weitere Applikationen realisierbar, die nicht nur auf
das Feld der Halbleitertechnologie beschrankt sind. Die internationale Beachtung
durch die Industrie, die den Einsatz des vorgestellten Anlagenkonzepts und der
damit moglichen Prozessen auch bei der Herstellung von Carbon Nanotubes sieht,
zeigt, dass diese Arbeit Relevanz fiir alle Bereiche besitzt, bei denen eine Oberfla-
chenmodifikation ohne direkte Einwirkung und bei ggfs. niedrigen Temperaturen
erreicht werden soll.
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